
Résumé

             Une considération particulière a été portée sur l'oxyde de zinc qui est un semi-conducteur de type n possédant d'excellentes propriétés qui lui confèrent la possibilité d'être exploité dans de nombreux domaines intéressant et pertinent tel que l'optoélectronique.

C’est dans cette direction que s’inscrit ce travail de thèse qui consiste à élaborer et caractériser des films d’oxyde de zinc pures et dopées dans le but d’améliorer les propriétés structurales, optiques et électriques de ZnO. Les couches minces ont été déposées sur l’ITO par voie chimique.

Les caractérisations effectuées sur les couches dopées Sn et Al révèlent que ces dopants modifient les propriétés optiques du ZnO en augmentant le gap optique et améliorant la transmittance et la photoluminescence ce qui peut être utile pour la nouvelle technologie.

La caractérisation des couches minces de ZnO dopées Sn et Al a montré que le dopage affecte les propriétés structurales, morphologiques et électriques du ZnO. En particulier, nous avons démontré la possibilité de  déposer des films de SZO et AZO à basse température susceptibles d’être utilisées dans des applications en cellules photovoltaïques, en couches minces ainsi que dans plusieurs d’autres domaines, selon la concentration molaire, le taux de dopage et le type du substrat utilisé.
Abstract
Of particular interest is zinc oxide an n type semiconductor that exhibits excellent properties which makes it useful in many interesting and relevant fields such as optoelectronics.

Consequently, the present work consists of the synthesis and characterization of pure and doped ZnO thin films in order to improve their structural, optical and electrical properties. The films were deposited on ITO substrates by wet chemical methods.

The characterizations of Sn and Al- doped ZnO thin films show that these dopants are able to modify the optical properties of ZnO films by increasing the band gap and enhancing the transmittance and photoluminescence intensity, which makes this film suitable, for instance, to be used in new technology.

             The characterization of Sn and Al doped ZnO thin films showed that doping affects the structural, morphological and electrical properties of ZnO. In particular we demonstrated the possibility of depositing Sn and Al doped ZnO thin films at low temperatures likely to be used in applications in photovoltaic cells, in layers thin as well as in several other areas, depending on the molar concentration, the rate of doping and the type of substrate used.

ملخص
حضي أكسيد الزنك بصفته من أشباه النواقل من نوع n بعناية خاصة لما يتميز به من خصائص ممتازة تمنحه إمكانية الاستغلال الواسع في عدة مجالات مهمة ومناسبة مثل الإلكترونيات الضوئية.
 ومن هذا المنظور يندرج هذا البحث والذي يهدف إلى إعداد وتوصيف رقائق من أوكسيد الزنك النقية والمشوبة من أجل تحسين خصائص أوكسيد الزنك البنيوية، الكهربائية والبصرية. حيث تم وضع الطبقات الرقيقة على أكسيدITO  بالطريقة الكيميائية.

تشير نتائج التحليلات التي أُجريت على الطبقات الرقيقة المشوبة بالقصدير  Sn وبالألومنيوم Al أن هذه المواد تعمل على تغيير الخواص البصرية لأكسيد الزنك، حيث أنها تعمل على زيادة فجوة الطاقة الضوئية وعلى تحسين النفاذية والاستضاءة. مما قد يكون ذا اسهاب كبير في التقنيات الجديدة.

كما تُظهر دراسة الطبقات الرقيقة من أكسيد الزنك المشوب بالقصدير Sn والألومنيوم Al، أن عملية الإشابة تؤثر بشكل كبير على الخصائص البنيوية والشكلية والكهربائية لأوكسيد الزنك. ولاسيما أنه قد تبين كذلك إمكانية وضع رقائق أوكسيد الزنك مشوب بالقصديرٍ SZO وأوكسيد الزنك مشوب بالألومينيوم AZO على درجات حرارة منخفضة يمكن استخدامها في تطبيقات خلايا الطاقة الضوئية، كطبقات رقيقة، وغيرها من المجالات الكثيرة، وذلك حسب التركيز المولي ومعدل الإشابة ونوع الركيزة المستخدمة.

